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HEMT devices based on AlGaN/GaN heterostructures exhibit constantly improving power performances. Nonlinear characterization is needed at each new device generation, both to assess the maximum power capabilities and to guide the next technological step, by highlighting open problems related to the device layout or material defects. This paper demonstrates the capabilities of the Politecnico di Torino dedicated test-set to nonlinear characterization of SELEX-SI GaN HEMTs, including the investigation of the device scaling properties and the maximum output power in different classes of operation and with several loading condition. The set-up overcomes measurements problems related to high power dissipation and device heating, high output reflection coefficients required for optimum load conditions, and the risk of device damage as a consequence of high voltage operation. The acquisition of the time-domain gate and drain waveforms together with a real-time active load-pull characterization is shown to lead to better insight into the device power performances



GaN HEMT Technology Development Assessment through Nonlinear Characterization / Camarchia, Vittorio; DONATI GUERRIERI, Simona; Pirola, Marco; Teppati, Valeria; Ghione, Giovanni. - STAMPA. - (2006), pp. 64-67. (Intervento presentato al  convegno International Workshop on  Integrated Nonlinear Microwave and Millimeter-Wave Circuits, 2006 tenutosi a Aveiro, Portugal nel January 2006) [10.1109/INMMIC.2006.283510].
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				Abstract

				HEMT devices based on AlGaN/GaN heterostructures exhibit constantly improving power performances. Nonlinear characterization is needed at each new device generation, both to assess the maximum power capabilities and to guide the next technological step, by highlighting open problems related to the device layout or material defects. This paper demonstrates the capabilities of the Politecnico di Torino dedicated test-set to nonlinear characterization of SELEX-SI GaN HEMTs, including the investigation of the device scaling properties and the maximum output power in different classes of operation and with several loading condition. The set-up overcomes measurements problems related to high power dissipation and device heating, high output reflection coefficients required for optimum load conditions, and the risk of device damage as a consequence of high voltage operation. The acquisition of the time-domain gate and drain waveforms together with a real-time active load-pull characterization is shown to lead to better insight into the device power performances
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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